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1. はじめに 

テクスチャ構造を持つ結晶 Si 表面のパッシ

ベーションは、太陽電池の高効率化には必須の

技術である。我々は、触媒化学気相堆積

(Cat-CVD)法で形成したSiNx膜をパッシベーシ

ョン膜として利用する検討を行っている[1]。

Cat-CVD 法での SiNxの成膜開始時には、Si 表

面は NH3 ガスの触媒分解種に曝されるため、

NH3 系ラジカル処理のパッシベーション性能

への影響を把握することは重要である。これま

で我々は、ラジカル処理時の基板温度の影響に

ついて報告した[2]。今回は、ラジカル処理時

の触媒体温度、ガス流量、圧力について SiNx

膜のパッシベーション性能にどのような影響

をもたらすのか調査したので報告する。 

2. 実験方法 

2 cm角に劈開した n型結晶 Siウェハを基板

にアルカリ溶液によりテクスチャ構造を形成

後、RCA 洗浄を行った。NH3 系ラジカル処理

の有機物除去の効果について検討するため、

SC1洗浄を行わない試料も作製した。Cat-CVD

装置に NH3を導入し、W 触媒体での触媒分解

で生成したラジカルに結晶 Si 基板を曝露した。

ラジカル処理時の基板温度(Ts) 300 °C、処理時

間 60 sに固定して触媒体温度(Tcat) 0–2100 °C、

ガス流量 0–150 sccm、圧力 0.01–30 Paの範囲

で変化させた。ラジカル処理後の Si 表面の状

態を、水滴の接触角と反射率スペクトルで評価

した。また、Si 基板両面へのラジカル処理後

に、Ts 100 °C、SiH4流量 8 sccm、NH3流量 150 

sccm の条件で、SiNx膜を 100 nm 成膜した。

SiNx膜堆積はTcatを1800 °Cに設定して行った。

N2雰囲気、350 °C で 30 min の熱処理後[1]、

µ-PCD 法により少数キャリア寿命(τeff)を測定

することでパッシベーション性能を評価した。 

3. 実験結果および考察 

図 1 に、ラジカル処理時の Tcatと effの関係

を示す。Tcatが 1500 °C以下の範囲では、1 ms

程度の effが得られたが、Tcat 2100 °C でのラジ

カル処理後の effは 1 ms を下回った。これは、

ラジカル処理中に結晶 Si基板に触媒体のWが

混入した可能性が考えられる[3]。 

図 2にラジカル処理時の Tcatと水滴の接触角

の関係を示す。Tcatが 900 °C まで低下するとと

もに接触角の増加が見られ、それ以降は、接触

角が低下する傾向が見られた。高温側での接触

角の低下は、触媒分解で生成したアミノ基の付

着[4]、もしくは、窒化[5]による可能性が考え

られる。低温側では、有機物の除去が不十分で

あるため、接触角が低下したと思われる。 

Fig. 1. τeff as a function of Tcat. 

Fig. 2. Contact angle as a function of Tcat. 

 

4. 結論 

 NH3系ラジカルに Si 表面を曝露する際、適

切な処理条件の選定が必要である。 
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